BC 110

NPN-Silizium-Transistor

BC 110 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Gehduse 18 A3
DIN 41876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehéuse elektrisch verbunden. Der
Transistor ist besonders fiir NF-Verstirkerstufen sowie fir universelle Anwendungen

mit hoher Betriebsspannung geeignet.

Typ | Bestellnummer
BC 110 | 0 62702 - Cc 152
Grenzdaten

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung

Wirmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft
Kollektorsperrschicht — Transistorgehiuse
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Gewichtetwa 0,3 g

Rinsu
Rihia

MaRe in mm
80 Vv
80 \'
8 Vv
50 mA
10 mA
175 °C
-55bis+175| °C
300 mwW
<500 | K/W
< 200 K/W




BC110

Statische Kenndaten (7, = 25 °C)

Bei einer Kollektor-Emitterspannung von Uce = 6 V und untenstehenden Kollektor-

stromen gelten die nachfoigenden statischen Werte:
I B Use
(mA) | Ic|Iy | V)

Ucesat")

)

2 ‘ 90 (> 30) | 0,68 (0,55 bis 0,75)
50 70 0,8

Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 80 V) Icgo
Kollektor-Basis- Reststrom

(Ucgo=80V; Ty =100°C) Iceo
Emitter-Basis- Durchbruchspannung

(Iepo = 1 pA) Uisreso
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Iceo = 2 mA) Ugriceo

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

Transitfrequenz

(Ic=10mA; Uce =5V; f= 100 MHz) fr
Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ucso=10V; f=1 MHz) Cceo
Emitter-Basis-Kapazitit -

(UEBO = 0,5 V; f=1 MHZ) Cgao

< 0,6
100
10

>8

> 80

100
<5

10

nA

MHz
pF

pF

1) Der Transistor ist so weit iibersteuert, daB die statische Stromverstarkung auf einen Wertvon 8= 10

abgesunken ist.
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BC 121, BC 122, BC 123

NPN-Transistoren in Miniaturgehiuse

fir NF-Anwendungen

BC 121, BC 122 und BC 123 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren in
Miniatur-Ausfiihrung mit Kunststoffumhillung (U 32). Der Typ ist jeweils durch einen
gelben (BC 121), weiBen (BC 122) und roten (BC 123) Farbstreifen am Gehause
gekennzeichnet. Die Transistoren sind fiir den Einsatz in rauscharmen NF-Verstir-
kerstufen und als komplementar-Transistoren zu BC 201, BC 202 und BC 203 ge-
dacht, besonders wenn kleine rdumliche Abmessungen gefordert werden.

Typ Bestelilnummer

BC 121 wei Q60203-X121-X9

BC 121 gelb Q60203-X121-X4

BC 121 griin Q60203-X121-S6 Stromverstarkung 3

BC 121 blau Q60203-X121-X6 01025 01x065 Tup -
BC 122 weil Q60203-X122-X9 B i ;' k4
BC122gelb | Q60203-X122-X4 fl Tt
BC 122 griin Q60203-X122-X10 ' L
BC 122 blau Q60203-X122-X6 T2 -1

BC 123 weil} Q60203-X123-X9 Gewicht etwa 20 mg MaRe in mm
BC 123 gelb Q60203-X123-X4

BC 123 griin Q60203-X123-X5

Grenzdaten BC121 |BC122 | BC123
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 5 20 30 \
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 5 30 45 \%
Emitter-Basis-Spannung Ugso 5 5 5 \
Kollektorstrom I 75 75 75 mA
Emitterstrom ~Ig 85 85 85 mA
Basisstrom Iy 10 10 10 mA
Sperrschichttemperatur T 150 150 150 °C
Lagertemperatur Ts -55 bis | —55 bis| -55bis| °C
Gesamtverlustleistung +125 +125 +125
Bandléange L = 2 mm;

siehe Diagr. Ry, = £ (L) Piot 250 250 250 mW
Wiarmewiderstand

siehe Diagr. Ry, = f (L) Rinsu <1000 | <1000| <1000 | K/W
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Silizium-NPN-NF-Transistoren BC 846
-.-BC 850

@ Fir NF-Vorstufen und Treiber-Anwendungen

® Hohe Stromverstarkung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

@ Rauscharm von 30 Hz ... 15 kHz

® Komplementéare PNP-Typen: BC 856, BC 857,
BC 859, BC 860

Typ | Stempel | Typ | Stempel | Bestelinummer | Gehduse
HBC 846 A 1A HBC 848 B 1K siehe Verzeichnis SOT 23
BBC846B 1B BBC848C 1L
HBC 847 A 1E BC 849 B 2B
BBC847 B 1F BC849C 2C
BBC 847 C 1G BC 850 B 2F
EBC 848 A 1J BC850C 2G

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol | BC 846 BC 847, BC 848, Einheit

BC 850 BC 849

Kollektor-Emitter-

Spannung Vceo 65 45 30 \

Kollektor-Basis-

Spannung Veeo | 80 50 30 \

Kollektor-Emitter-

Sperrspannung Vces 80 50 30 Vv

Emitter-Basis-Spannung VEBo 6 6 5 \

Kollektorstrom Ic 100 mA

Kollektorspitzenstrom Icm 200 mA

Basisspitzenstrom Iem 200 mA

Emitterspitzenstrom Iem 200 mA

Gesamtverlustleistung Phot 330 mw

Ta=25°C

Sperrschichttemperatur Tj 150 °C

Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C

Wiéarmewiderstand Rthia <375 K/W

Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al,O3-

Keramiksubstrat

15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm

B Schwerpunkttyp
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BC 846

...BC 850
Kennwerte
bei Ta = 25°C, wenn ficht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung V(BR) ceO
Ic=10mA
BC 846 65 - - "
BC 847, BC 850 45 - - \
BC 848, BC 849 30 - - "
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung V(BR) cBO
Ic=10pA
BC 846 80 - - \"
BC 847, BC 850 50 - - \
BC 848, BC 849 30 - - \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung V(BR) CES
Ic=10pA, Vge =0
BC 846 80 - - \
BC 847, BC 850 50 - - \
BC 848, BC 849 30 - - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung V(BR) EBO
Ie=1pA
BC 846, BC 847 6 - - \
BC 848, BC 849, BC 850 5 - - \
Kollektor-Basis-Reststrom IcBo
Vee =30V - - 15 nA
Vee =30V, Ta=150°C - - 5 pA
Stromverstarkung hee
Ic=10pA, Vce=5V
BC 846 A, BC 847 A,BC 848 A - 140 - -
BC846B...BC 850 B - 250 - -
BC 847 C,BC848C,BC849C,BC850C - 480 - -
Ic=2mA, Vcg=5V
BC 846 A, BC 847 A,BC 848 A 110 180 220 -
BC846B...BC850B 200 290 450 -
BC 847 C,BC 848 C,BC849C,BC850C 420 520 800 -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) VcEsat
Ic= 10mA, Is=05mA - 90 250 mV
Ic=100mA, Is=5 mA - 200 600 mV
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) VBEsat
Ic= 10mA, Is =05mA - 700 - mV
Ic=100mA, I =5 mA - 900 - mvV
Basis-Emitter-Einschaltspannung VBE (on)
Ic= 2mA, Vce=5V 580 660 700 mV
Ic=10mA, Vce=5V - - 770 mV

') Pulstest: t < 300 us, D = 20%.

137



BC 846

---BC 850
Dynamische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Transitfrequenz fr - 250 - MHz
Ic=20mA, Vce =5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 3 - pF
Ve =10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Cib - 8 - pF
Ve =05V, f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand h11e
Ic=2mA, Vce=5V, f=1kHz
BCB846 A...BC 848 A - 27 - kQ
BC846B...BC 850 B - 45 - kQ
BC847C...BC850C - 8,7 - kQ
Leerlauf-Spannungsriickwirkung h12e
Ic=2mA, Vce=5V, f=1kHz
BCB846 A...BC 848 A - 1,5 - 1074
BC846B...BC 850 B - 2,0 - 1074
BC847C...BC850C - 3,0 - 1074
KurzschluB-Vorwartsstromverstarkung h21e
Ic=2mA, Vce =5V, f=1kHz
BCB846 A...BC 848° A - 200 - -
BC846B...BC850B - 330 - -
BC847C...BC850C - 600 - -
Leerlauf-Ausgangsleitwert hoze
Ic=2mA, Vce =5V, f=1KkHz
BCB846 A...BC 848 A - 18 - us
BC846B...BC 850 B - 30 - us
BC847C...BC850C - 60 - us
Rauschzahl F
Ic=02mA, Vce =5V, Rs =2kQ
f=380Hz... 15 kHz BC 849 - 1,4 4 dB
BC 850 - 1,4 3 dB
f=1kHz, Af= 200 Hz BC 849 - 1,2 4 dB
BC 850 - 1,0 4 dB
Aquivalente, basisbezogene Rausch- Vi - - 0,135 pv
Spannung
Ic=02mA, Vce=5V,Rs =2kQ
f=10Hz...50 Hz
BC 850
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BC 846
---BC 850

Gesamtverlustieistung Piot = f(7a)

-

mw
400
Ptat
N
300 N\
N
00 N
2 \
N
\
100 N\
\
N
0
0 50 100 150 °C
—1
Impulsbelastbarkeit rin = 7 ()
(normiert)
K
W
10° T
5 8
"
(==
J giie "
L 05
107 -t 0,2
v 0,1
5 7, 0,05
;;; 0,02
V| 0,01
1/ / 0,005
Z/ D=0
107
5
-"! fph— -+
)
D=7.— ‘ RE
| f T oy
-3 Coeade e P gL
107 107° 107* 107 102 100 100 10

)

Ccao

C
(Ceso) 10

Kollektor-Basis-Kapazitét Cceo = f(VcBo)
Emitter-Basis-Kapazitit Ceso = f (Veso)
pF
12

Geso

0
10" 5 10° 5 0V
——= V(o (Veso)

Transitfrequenz fr = f(I¢)
Vece=5V

MHz
10°

10?

10 5 100 5 10 5 10°mA

—I
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BC 846

--.BC 850
Sittigungsspannung Veesat = (1) Stromverstarkung hre = f(1¢)
hre =20 Vce=1V
mA
102 J y i T 103 1T1IT
iy -
Vi l' ’l 1
AN 1 he S £100°C
-50°C | et
25°C \l [ 25°C et N‘n:
125°C =T N
| J ]
10 1 10
-
f }
5 / ] 5
H
10° l 10’
I
i
5 = 5
:’
107! [ 10°
0 02 04 06 08 10 12V 02 510" 510 51 5 107mA
Ve —k
Reststrom Icgo = 7(7a) ’ Séttigungsspannung Vcesat = f(1¢)
Ve =30V hee =20
nA mA
o 2
by 10 FIA—
5 T
Ieso . I 5 // /
w’ 4 50°C
5 7 25°C
L 100°C
10" ==
wz max. [
5 7 > 5
Vi 4
0 typ.
S - 100
/
5
10° v
s =
LU 107
0 - S0 100 150 °C 0 0.1 02 03 04 05 Vv

- VEE sat
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BC 846

...BC 850
h-Parameter he = (1) h-Parameter he = f(VcE)
Vee=5V . Ic=2mA
102 2,0
' M
> he I.=2mA
I
15 Mre
o \h‘l‘le e =5V \ hie 4=
— \\ BE
s NN \ e
[ aé
A 10 hige
NN LT £t
X N )
™ /1 \\ 2e T
0
b= =
5 - 05
/ N
I hize N
107 ; 0
107 5 1° 5  10'mA 0 10 20 30V
— : —
Rauschzahl F = f(VcE) Rauschzahl F= f(f)
Ic=02mA, Rs =2kQ, f=1kHz Ic=02mA, Rs =2kQ
B dB .
20 20
F
15 15
10 10 \
N
0 0
10" 5 10° 5 10 5 102V 10°? 107! 10° 10’ 102 kHz

Y
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BC 846

-.-BC 850
Rauschzahl F= (1) Rauschzahl F= 7 (1)
Vee =5V, f= 120 Hz . Vege =5V, f=1kHz
dB dB
» I » Il I
Il I
Il Il Il
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Silizium-PNP-NF-Transistoren

BC 856
---BC 860

BC 849, BC 850

Far NF-Vorstufen und Treiberanwendungen
Hohe Stromverstéarkung

Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Rauscharm von 30 Hz ---15 kHz
Komplementéare NPN-Typen: BC 846, BC 847,

B Schwerpunkttyp

Typ Stempel Typ Stempel Bestellnummer Gehduse
BBC 856 A 3A BBC858C 3L siehe Verzeichnis SOT 23
BBC856B 3B BC 859 A 4A
HBC857 A 3E BC 859 B 4B
BBC857B 3F BC859C 4C
BBC857C 3G BC 860 B 4F
BBC 858 A 3J BC 860 C 4G
BBC 858 B 3K

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol | BC 856 BC 857, BC 858, Einheit

BC 860 BC 859

Kollektor-Emitter-

Spannung Vceo 65 45 30 \

Kollektor-Basis- :

Spannung VeBo 80 50 30 \"

Kollektor-Emitter-

Sperrspannung Vces 80 50 30 \

Emitter-Basis-Spannung VeBo 5 5 5 \

Kollektorstrom Ic 100 mA

Kollektorspitzenstrom Icom 200 mA

Basisspitzenstrom Ism 200 mA

Emitterspitzenstrom Tem 200 mA

Gesamtverlustleistung Prot 330 mwW

TA=25°C

Sperrschichttemperatur Ti 150 °C

Lagertemperatur Tstg —65..-+150 °C

Warmewiderstand Rithsa <375 K/W

Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al,O3-

Keramiksubstrat

15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm
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BC 856

-BC 860
Kennwerte
bei Ta = 25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung V(BR) cEO
Ic=10mA
BC 856 65 - - v
BC 857, BC 860 45 - - \
BC 858, BC 859 30 - - \"
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung V(BR) cBO
Ic=10puA
BC 856 80 - - \
BC 857, BC 860 50 - - \
BC 858, BC 859 30 - - \"
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung V(BR) ces
Ic=10pA, Ve =0
BC 856 80 - - \
BC 857, BC 860 50 - - \
BC 858, BC 859 30 - - \"
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vierieso | 5 - - v
Ie=1pA
Kollektor-Basis-Reststrom Ico
Veg =30V - 1 15 nA
Ves =30V, Ta=150°C - - 4 LA
Stromverstéarkung hee
Ic=10pA, Vce=5V
BC856 A...BC859 A - 140 - -
BC 856 B...BC 860 B - 250 - -
BC857C...BC860C - 480 - -
Ic=2mA, Vce=5V
BCB856 A...BC 859 A 125 180 250 -
BC856B...BC 860 B 220 290 475 -
BC857C...BC860C 420 520 800 -
Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung’) VcEsat
Ic= 10mA, I =05mA - 75 300 mV
Ic=100mA, Is=5 mA - 250 650 mv
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) VBEsat
Ic= 10mA, Ig=05mA - 700 - mv
Ic=100mA, Ie=5 mA - 850 - mV
Basis-Emitter-Einschaltspannung VBE (on)
Ic= 2mA, Vce=5V 600 650 750 mV
Ic=10mA, Ve =5V - - 820 mV

') Pulstest: < 300 us, D = 20/0.
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BC 856

-BC 860
Dynamische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Transitfrequenz fr - 250 - MHz
Ic =20mA, Vce =5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitit Cob - 3 - pF
Veg =10V, f=1MHz
Eingangskapagzitat Cib - 8 - pF
Veg =05V, f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand h11e
Ic=2mA, Vce =5V, f=1kHz
BC 856 A...BC 859 A - 27 - kQ
BC856B...BC 860 B - 45 - kQ
BC857C...BC860C - 8,7 - kQ
Leerlauf-Spannungsrickwirkung h12e
Ic=2mA, Vce=5V, f=1kHz
BCB856 A...BC 859 A - 1,5 - 1074
BC 856 B...BC 860 B - 2,0 - 1074
BC 857 C...BC 860 C - 3,0 - 1074
KurzschluB-Vorwartsstromverstéarkung hate
Ic=2mA, Vce =5V, f=1kHz
BC 856 A...BC 859 A - 200 - -
BC856B...BC 860 B - 330 - -
BC857C...BC860C - 600 - -
Leerlauf-Ausgangsleitwert h2ze
Ic=2mA, Vce=5V, f=1kHz
BC 856 A...BC 859 A - 18 - us
BC856B..-BC 860 B - 30 - us
BC857C...BC860C - 60 - us
Rauschzahl F
Ic=02mA, Vce=5V, As=2kN
f=380Hz...15kHz BC 859 - 1.2 4 dB
BC 860 - 1,0 3 dB
f=1kHz, Af=200 Hz BC 859 - 1,0 4 dB
BC 860 - 1,0 4 dB
Aquivalente, basisbezogene Rausch- Va - - 0,110 uv
Spannung
Ic=02mA, Vce=5V, Rs =2kQ
f=10Hz...50 Hz BC 860
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BC 856

-BC 860
Gesamtverlustleistung Pt = 7(7a) Kollektor-Basis-Kapazitat Cceo = f(VeBo)
. Emitter-Basis-Kapazitat Cego = f(VEro)
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BC 856
---BC 860

Sittigungsspannung Ve sat = (1)
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mA
102 T I ] &
r 4 I J
Fi
5 1
-50°C
By
125°C \/
10' 1
"
1 1
5 1 I
F
BRRaanal
I
—
5 1
:’
[
0 02 0L 06 08 10 12V
— Vhe sar
Reststrom Icgo = f(7A)
Veg =30V
nA
W0
5 V4
Iego vid
1 E y
S
‘K)2 max. J
S
7
10 2,
5
v
10° Vi
5
10-1
0 S0 100 150 °C
—>7A
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hre =20
mA
102 a
— 7
-
L S 7 / pd
Y.,
/ -50°C
y 25°C
o LA/ s
fi
| Zd
5
10°
5
107

0 01 0,2 03 04 05 V

V(E sat

Stromverstérkung hre = f(/c)

Vece=1V
103 T 11T
11
HH
S [
hFE X0
L RN
[ 25°C ™
2 1]/ ~~.$ﬁ
-50°C
2
10 i
5
10’
)il
5
0

)
107 51" 51 5110 5 %0mA

— L

147



BC 856

...BC 860
h-Parameter he = f(I) h-Parameter he = f(Vce)
Vece=5V . I.=2mA
10° 2,0
5
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Silizium-PNP-Darlington-Transistoren BCV 28

BCV 48
@ Fur allgemeine NF-Anwendungen
@ Hoher Kollektorstrom
@ Hohe Stromverstarkung E
® Komplementare NPN-Typen: BCV 29, BCV 49

C
B

Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 12-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehduse
BCV 28 ED Q62702-C1683 Q62702-C1852 SOT 89
BCV 48 EE Q62702-C1685 Q62702-C1854 SOT 89
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BCV 28 | BCV48 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Vceo 30 60 A
Kollektor-Basis-Spannung Veso 40 80 \
Emitter-Basis-Spannung VeBo 10 10 \
Kollektorstrom Ic 500 mA
Kollektorspitzenstrom Icm 800 mA
Basisstrom Ig 100 mA
Basisspitzenstrom Iem 200 mA
Gesamtverlustleistung Ptot 1 w
Ta=25°C ‘
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Wiarmewiderstand Rthia <125 K/W
Sperrschicht-Umgebung
bei Montage auf Al,Os-
Keramiksubstrat
15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm

158




BCV 28

BCV 48
Kennwerte
bei Ta = 25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung V(BR) CEO
Ic=10mA
BCV 28 30 - - \
BCV 48 60 - - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung V(8R) cBO
Ic =100 pA
BCV 28 40 - - Vv
BCV 48 80 - - \"
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Veryeso | 10 - - \
Ie =10 pA
Kollektor-Basis-Reststrom IcBo
Ves =30V BCV 28 - - 100 nA
Veg =60V BCV 48 - - 100 nA
Ves =30V, Ta=150°C BCV 28 - - 10 uA
Ves =60V, Ta=150°C BCV 48 - - 10 A
Emitter-Basis-Reststrom IeBo - - 100 nA
Ve =4V
Stromverstarkung') hre
Ic =100 A, Vce=1V BCV 28 4000 - - -
BCvV 48 2000 - - -
Ic= 10mA, Vce=5V BCV 28 10000 - - -
BCV 48 4000 - - -
Ic=100mA, Vce=5V BCV 28 20000 - - -
BCV 48 10000 - - -
Ic=05A Vce=5V BCV 28 4000 - - -
BCV 48 2000 - - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) VcEsat - - 1 \
Ic =100mA, Ig =0,1 mA
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) VBEsat - - 1,5 Y,
Ic =100mA, Ig =0,1 mA
Dynamische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Transitfrequenz fr - 200 - MHz
Ic=50mA, Vce =5V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 4,5 - pF
Ves =10V, f=1MHz

) Pulstest: t< 300 us, D = 200,
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BCV 28

BCV 48
Gesamtverlustleistung Piot = 7(7a) Reststrom Icgo = f(7A)
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BCV 28

BCV 48
Sattigungsspannung Vce sat = f(1¢) Sattigungsspannung Vgesat = f(I¢)
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Silizium-NPN-Darlington-Transistoren

BCV 29

BCV 49
@ Fir allgemeine NF-Anwendungen
@ Hoher Kollektorstrom
@ Hohe Stromverstarkung 3
@ Komplementare PNP-Typen: BCV 28, BCV 48
C

B
Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 12-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéuse
BCV 29 EF Q62702-C1684 Q62702-C1853 SOT 89
BCV 49 EG Q62702-C1686 Q62702-C1832 SOT 89
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BCV 29 | BCV49 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Vceo 30 60 \
Kollektor-Basis-Spannung VeBo 40 80 \
Emitter-Basis-Spannung VEBo 10 10 \
Kollektorstrom Ic 500 mA
Kollektorspitzenstrom Icm 800 mA
Basisstrom Is 100 mA
Basisspitzenstrom Igm 200 mA
Gesamtverlustleistung Ptot 1 w
Ta=25°C '
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Wiérmewiderstand RthJA <125 K/wW
Sperrschicht-Umgebung
bei Montage auf Al,O,-
Keramiksubstrat
15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm
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BCV 29

BCV 49
Kennwerte
bei Ta = 25°C, wenn #icht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung V(BR) cEO
Ic=10mA
BCV 29 30 - - \
BCV 49 60 - - \%
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung V(BR) cBO
Ic =100 uA
BCV 29 40 - - \
BCV 49 80 - - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Viryeso | 10 - - \
Ie =10 pA
Kollektor-Basis-Reststrom IcBo
Ve =30V BCV 29 - - 100 nA
Ves =60V BCV 49 - - 100 nA
Ves =30V, Ta=150°C BCV 29 - - 10 LA
Vee =60V, Ta=150°C BCV 49 - - 10 nA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - - 100 nA
Ves =4V
Stromverstarkung') hre
Ic=100pA, Vce=1V BCV 29 4000 | - - -
BCV 49 2000 | - - -
Ic= 10mA, Vce=5V BCV 29 10000 | - - -
BCV 49 4000 | - - -
Ic=100mA, Vce=5V BCV 29 20000 | - - -
BCV 49 10000 | - - -
Ic=05A,Vce=5V BCV 29 4000 | - - -
BCV 49 2000 | - - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung') VcEsat - - 1 \
Ic =100 mA, Ig = 0,1 mA
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) VBEsat - - 15 \Y
Ic=100mA, Ig =0,1 mA
Dynamische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Transitfrequenz fr - 150 - MHz
Ic=50mA, Vce =5V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 35 - pF
Ves =10V, f=1MHz

') Pulstest: ¢t < 300 us, D = 20%o.
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BCV 29

BCV 49
Gesamtverlustleistung Pior = £(Ta) Reststrom Icgo = f(Ta)
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BCV 29

BCV 49
Sattigungsspannung Vcesat = f(1¢) Sattigungsspannung Veesat = f(1¢)
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